TABLA REGIONES BJT

» Complete la siguiente tabla, para un transistor NPN con = 150 y
Vge = 0.7 V si la unidén BE esta en directa.

m

Activa
0.4 12 0 0 Corte
0.7 0.2 80 10 Saturacién
0.7 6 20 3 Activa
0.7 >0.2 50 7.5 Activa
0.7 0.2 50 <7.5mA Saturacion
0.7 0.2 40 6 Act-Sat
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TABLA REGIONES MOSFET

» Complete la siguiente tabla, para un transistor NMOS con k = 20
VANV, W/IL=60y V=1V

m

Saturacién
5 2 7.2 Triodo
0.7 12 0 Corte
4.16 4 6 Saturacién
6.125 4 15 Triodo
6 >5 15 Saturacién
7 6 21.6 Sat-Triodo
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EJERCICIO 1

» 2 de las 3 siguientes:
R2§
Vee = IgRy + IgRy + Vg Rq, .,
Vee = IpR1 + Vpg =V

Vee = IgRy + Vg

> Esta en activa:
— Iz =398udl =497 mAl; =501 mA —

- VBE - 0,6V
— Ve = 2,99V
» Porque:

VCE — IBRl + VBE = 0,6V > O,ZV
139
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EJERCICIO 2

» Busque las ecuaciones necesarias
para resolver el punto de R, § R;
polarizacion:

— |, corriente que circula por R,
Vee = (I + Ig1)Ry + Vg1 + Vga + Ig2Rs

1

'l
<
0
O

Ig1 = Ip>

Vee = (I + Ig1)Ry + IR,

Vee = Ic1R3 + Vepr + Vga + [g2Rs
Vee = Ic2Ry + Vg + Ig2Rs

» Ambos en el limite entre activa y
corte L

Ip1 =1Ic1 =1Igg =1Igy = Iy = I =0

VRl == VCC - VBEl - VBEZ - IE2R5 =12 — 0,7 - 0,7 —0= 10,6V VRZ == 1,4‘V

IRZ = IR1 = VRl/Rl = 1,325mA R2 = VRZ/IRZ = 1,057kQ 140
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EJERCICIO 3

» 2 de las tres siguientes:

Vbp = IpsRy + Vs

R, 3
1

Vbs = Vis v
Vbp = IpsRy + Vps 4' T PP

» Esta en saturacion:
— Voo =5V
— Ipg = 4mA -
— Vpg =5V

» Porque:

Vps = Vs > Vs = Vry
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EJERCICIO 4

» Busque las ecuaciones necesarias
para resolver el punto de

R, 2
polarizacion: R1 § R, §
— |, corriente que circula por R,

— V,, voltaje de la fuente |, ||:

Ips1 =11

Vpp = Ips1R3 + Vgso + IpsaRs 4”:

Vpop = LRy + Vg1 + Vg

1

'l
<
O
O

VDD == Ile + IZRZ R2§ I R5
Vbp = IpsiR3 + Vps1 +Vpy 1(P
Vbp = IpsaR4 + Vpsa + IpsaRs T

» Limite triodo-sat para 2° NMOS
IDSl = 9mA VGSl =7V VDSl = 10,4V IDSZ = 4mA VGSZ =5V

Vpsz = Vgso = Ven =4V Ry = (Vpp — Vpsz — Ips2Rs)/Ips; = 1,15kQ 142
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EJERCICIO 5

» Resuelva el punto de polarizacion:
— NPN: Vg = 0,7V si union BE en directa, fr = 300

— NMOS: Vpy = 1V, K = 20p4/V2,= = 50

— Ve = 24V,1; = 15mA, R, = 15k(), R
R, = 10kQ,R; = 0,5kQ, R, =0 §R1 g 3
> NPN en activa y NMOS en Sat _||: T2 1y
I-1 = 14,95mA T1
VCEl == 7,92V
Veso = 10,19V
Ipso, = 42,23mA

VDSZ == 17,6V
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EJERCICIO 6

» Circuito transformado (R, queda en cortocircuito):

J_— Vst =0 )1,
i V — — = ngEQ = 2,43
gs VO Vo = _gmvgsREQ 4
mvgs

Vi { J::;’ ) ) % = g Ry = 2,92
REQ — R2||RL — 1,5kQ L max
Ix=IR3_gmvgs=£+gmvi R :ﬁ_<1+ )1=4076Q
Iy
<

IO *
) R }Vgs ¢ R: Vy Vgs =0
1 ImVgs U,

X
I, = Ip,

Fundamentos de Electrénica
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» Circuito transformado: ImVbe

EJERCICIO 7 S L
_ [%r, b% { B

L =(Br+ Dip - 10}10 (Br + 1)iy

IR, = ILR; R, + R,

Il - 11 + ib } leTC IORL Tn RL - -
: I = + tip=|—+—= +1)+1
IlR]_ = le'T[ + IORL L Rl R1 b R1 Rl Rz + RL (IBF )
Io R _|_ R (IBF + 1)
2= > = 11,53 Vhe
i Tw R Ry (Br+1) +1 Vpe < 10mMV > iy = — < 22ud > I; < 72uA
R, "R,R, + R, w

» La corriente debe de base debe ser positiva
ip =1Ig+ip, ="567uA+22uA >0
» La tension colector emisor debe ser > 0,2V

ce = bR, =

(IBF + 1)leL < 2 15V - Veg = VCE + Vee = 3,44V + 2,15V > O,ZV

RRL
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EJERCICIO 8 Rgr = Ry||R = 6k

. I R =R =
» Circuito transformado: poz = Ral|Ry = 1320

Regs = Reg1||me = 476,60

REQ1 Vbe }Vgs
R3
Om1Vbe R3 gmzvgs
le = 579,5mA/V w REQz Vo Pr _ 51770
Im1 = 5e gy mA/NV g, = 2K —Ips =9 ,19mA/V L e = — =517,

Vo = gmzvgsREQZ )
Vg3 = —gmi1VpeR3 = VUgs + v, REQ3 Vo
Gt B DRy = ——— v
R ml si3 (0]
Vpo = LUS Rgos + Rs Im2REQ2 Rin = Rgos
REQ3 + RS
& _ —9m1R3RE039m2REQ2 ~70.3 1
vS (REQ3 + Rs)(l + gmzREQZ) ROUT = (R_4 + gm2> == 639
Vo _ —Im1R3gm2R4 — 167,93
Vg (1+ goR4) 146

max
Fundamentos de Electronica > Centro Universitario

Tema 5. Transistores de la Defensa 7aragoz



CUESTION

» Deducir porque las siguientes expresiones son

Incorrectas:
RiRy
Ay = gmR1Ry Ay max = —gmm
Unidades Avmax se calcula con RL = inf
R;y = Ry + Rg 4, = —9mVBE
Rin se calcula con Rs = 0 I Datos DC
Rour = (rp + R3)% i — To + R3
' Rs Unidades
Condensadores
- Ri+ R, A = —gmR1Vee
ORR, Y Z

Unidades Datos DC 147
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EJERCICIO 9

> V,=C-A+B=C+A+B
— A=0,B=1,C=0.f=1
* Transistor B cerrado. Salida X en
0. Transistor X abierto.

- A=0,B=0,C=1.f=0
» Transistor Ay B abiertos. Salida X
en 1. Transistor Xy C cerrados.
- A=1,B=1,C=1.f=1
» Transistor Ay B cerrados. Salida X
en 0. Transistor X abierto.

> Transformar el circuito a

tecnologia CMOS

— En lugar del primer NMOS de
deplexién, dos PMOS en serie, uno
para Ay otro para B
— En lugar del segundo NMOS de
deplexién, dos PMOS en paralelo, uno
para C y otro para X
Fundamentos de Electronica
Tema 5. Transistores

148

A5 Centro Universitario
de la Defensa 7:ragoz:



